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머리말

고전압 레벨(Medium-voltage Level)에서 메가
와트급 전력을 스위치하기 위한 반도체소자의 개발
은 매우 어려운 일이다. 현재 이 분야에서 사용되고
있는 실리콘 스위칭 테크놀로지는 GTO(Gate
Turn-Off) Thyristor와 IGBT(Insulated Gate
Bipolar Transistor)가 있는데, 이것들의 근본적인
특색은 억지로 상품화를 위해 개발되어 비용의 증가
와 전력제어 시스템을 복잡하게 만들었다는 점이다.
GTO 다이리스터는 안정적인 동작을 위해 주변의
각종 회로를 복잡하게 하였을 뿐만 아니라 저주파
스위칭을 한다. IGBT는 고압에서의 안정적인 동작
을 위해, 사용되는 소자의 수가 많아지기 때문에 손
실이 크게 되고 또한 이들 소자의 균형에 많은 노력
이 필요하다. ABB의 새로운 IGCT(Integrated
Gate Commutated Thyristor) 테크놀로지는
GTO 다이리스터와 IGBT의 이러한 단점들을 극복
하였으며 고압 전력소자에 필요한 주변의 모든 회
로를 내장하여 고전압 분야에 적용을 위해 신뢰성
과 편리성을 한층 높였다. 

본고에서는 고압분야에서 가장 각광받고 있는 고
전력 반도체 소자 IGCT에 관하여 소개한다.

ABB가 제조하여 온 고전력 GTO 다이리스터와
IGBT는 전력 제어 시스템 분야 즉, 산업용 전동기
드라이브, 열차나 배의 추진기, 송배전 라인(그림
1, 2) 등의 신뢰성이 매우 중요한 곳에 사용된다.
이러한 많은 분야는 2.3, 3.3, 4, 16, 6.6 kV의
고압을 사용한다.

최 종 필 차장
(주)아세아브라운보베리 산업설비사업본부

고전력 반도체 소자‘IGCT’

그림 1. 테크놀로지는 장치디자이너들
이 더 컴팩트하고, 더 저렴하게 더 너
은 전력시스템을 꾸밀 수 있게 한다. 
그림은 일정 역률보상설비
(Static compencators)의 예이다. 

그림 2. IGCT 테크놀로지의
적용분야

예 - 보일러 피더 펌프용
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전력 실리콘 스위치 개발

ABB는 GTO 다이리스터와 IGBT 기술 개발과
생산에 많은 투자를 지속적으로 하여 왔고, 그 결과
로서 이 두 소자의 성능이 안정적으로 개선되어 왔
다(그림 3). 지난 몇 년 전, 일련의 기술혁신은
IGBT와 GTO 다이리스터의 성능 한계를 뛰어 넘는
전력 실리콘 스위치의 설계와 생산위한 플랫폼을 만
들어 내었다. 

이른바 IGCT(Integrated Gate Commutated
Thyristor)라 불려지는 이 소자는 GTO 다이리스
터와 IGBT보다 더 빠르고 손실을 더욱 낮추었다.
더욱더 중요한 것은, 고압 시스템의 효율, 성능과 신
뢰성을 획기적으로 향상시킨 반면에 크기와 비용을
낮추었다는 점이다.

더 좋은 전력 스위치

약 30년의 짧은 시간동안, 전력 실리콘 스위치들
은 꾸준하게 안정적으로 복잡해지고 성능을 향상 되
어 왔다. 최초의 실리콘 제어 정류기(SCR,
Silicon-Controlled Rectifier)는 AC 사이클의 끝
에서만 전력을 차단(Switch Power Off)할 수 있다
(자연 전류라 부른다.). 이후에 개발된 GTO 다이리
스터는 사이클의 어떠한 위치에서도 스위치
(On/Off)를 할 수 있다. IGBT는 더욱더 빠른 스위
칭을 할 수 있도록 개발되었으나 스위칭 시 발생하

는 손실은 저압 분야에서만 허용될 수 있는 수준이
다. 과거의 경향은 주로 전력 스위칭에 집중되어 모
든 소자개발이 이루어졌고 그래서 작은 시도 만이
실수요 분야에 관계 되었으며, 복잡하게 되어 왔다
고 할 수 있다. 

GTO 다이리스터는 한 실리콘 웨이퍼(Wafer) 위
에 수천개의 독립적인 스위칭 요소들이 조립된 구조
로 이루어져 있다. 손실은 동작의 4가지 상태(On,
Off, Switching On, Switching Off) 모두에서 발
생된다. 고압에서, GTO는 매우 적은 On 손실과 적
당한 Turn-off 손실을 나타낸다. 그러나 불균등
(Non-homogeneous)한 스위칭에 기인하여, 외부
스너버(Snubber) 회로가 안정적인 스위칭 동작을
위해 필요하다. 이러한 스너버 회로는 제품의 많은
부분을 차지하며 설계의 복잡성, 비용 손실을 야기
한다. 

반대로, IGBT는 비교적 높은 전도(On) 손실을
갖고 있으나 스위칭이 균등(Homogeneous)하여
스너버 회로가 필요하지 않다. 하지만, IGBT는 아
직 고압분야에 직접 적용되지 못하는데 그 이유는,
이것을 극복하기 위해 저압 IGBT가 직렬로 연결되
어야 하고, 이로 인해 극단적으로 시스템이 복잡해
지고, 손실이 증가하며 시스템에 대한 신뢰성이 떨
어지기 때문이다. 예를 들면, 4.16kV급 드라이브는
한 상당 4개의 1.8kV급 IGBT가 직렬로 연결되어
야만 동작될 수가 있다.

아직은 GTO 다이리스터가 대부분의 고압 레벨
분야에서 경제적으로 적용되고 있다. 3.3kV급,
4.16kV급 IGBT가 곧 상용화될 것으로 보이지만
여전히 높은 손실이 예상된다. 이 손실과, 야기되는
열을 극복하기 위해선, IGBT는 큰 실리콘 면적이
필요하게 되고 이렇게 되면 비용이 올라갈 것 이다.

이상적인 전력 스위치는 IGBT와 같은 스위칭을
하고 GTO 다이리스터와 같은 전도성을 가지면 된
다. 이렇게 되면 낮은 조립 비용과 GTO의 장점을
갖게 되며 이것은 실제적으로 IGCT가 이미 성취한
것이다.(표 1)
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그림 3. GTOTthyristor와 IGBT의 성능개선 곡선



IGCT 테크놀로지의 비밀

IGCT 테크놀로지에서, 변형된 GTO 다이리스터
내의 수천개의 독립적인 스위칭 구조물들을 빠르고
동시에 스위칭 하도록 하는 디자인 혁신의 조합이
있다. 여기에 더 다이리스터 고유의 장점인 낮은
On / Off 상태 손실을 유지한 것이다.

이 두 혁신의 첫번째는 버퍼 래이어(Buffer
Layer) 디자인인데, 이것은 On 상태와 스위칭 손
실을 2~2.5의 팩터(Factor)로 줄여주고 실제적으
로 이상적인 다이오드(Diode)와 GTO의 최적 도핑
프로파일(Doping Profile)을 만드는 것이다. 먼저,
다이오드와 GTO를 집적하는 것은 다이오드 성능의
심각한 저하를 가져왔다. 비록 버퍼 래이어의 아이
디어는 GTO 그 자체만큼 오래된 것이지만, 이전에
는 결코 사용되질 않았다. 그 이유는, 스위칭 손실
을 줄이는 것과, 도전 상(Conducting Phase)에
있는 디바이스 내의 충전은 턴-오프(Turn-Off) 시
재빨리 제거되어야 하기 때문이다. 전통적으로 설계
된 GTO에서 이 기능은 전자(Electron)를 배출하
기 위한 경로를 만들기 위해 아노드(Anode)를 단
락함으로써 이룰 수 있다. 

하여간 아노드 단락과 버퍼 래이어의 조합은 극단
적으로 높은 트리거(Trigger) 전류와 홀딩
(Holding) 전류를 야기한다. 이 문제를 해결하기
위해 아노드 단락을 배제하였다. 대신에, 아노드는
전자(Electron)가 투과(Permeable)할 수 있도록
투명(Transparent)하게 만들었다. 그 결과 트리거
전류가 거의 버퍼가 없는 정통 GTO와 비교할 만큼
의 크기 이내로 줄었다. 

두 번째 디자인 혁신은 게이트 제어(Gate
Control)이다. GTO와 다이리스터는 4-래이어
(Four-layer, npnp) 소자이며, 단지 2개의 안정점
(Stable-point)-On과 Off-를 가지고 있다. 다른
상 태 에 서 는 불 안 정 하 고 전 류 가 진 동
(Filamentation)하게 된다. 이 고유의 불안정은
가공 시의 불안정으로 더욱 악화된다. 이것이 모두
가 그렇게 알고있는 GTO는 스너버 없이는 동작할
수 없는 소자로서 굳혀지는 사실로 되게 만들었다. 

불가결하게, GTO는 턴-오프 시간을 수 마이크로
초 내에 할 수 있도록 안정적인 pnp 소자(즉, 트랜
지스터)로 줄였다. 가공 시에 부품으로 취해지는 캐
소드(Cathode, n) 정지를 위해, 캐소드 n-p 접합
(Junction)의 바이어스(Bias)는 주 접합으로 되도
록 이전 기동 전압으로 반전되도록 한다. 이것은 약
1 마이크로 초 내에 캐소드(n)로 부터 게이트(Gate,
p)로흐르는전부하전류의정류(Commutation)라고불린
다. 새로운 저 인덕티브 하우징(Low Inductive
Housing) 디자인 덕분에, 4,000 A/㎲가 저 비용
의 20V 게이트 유닛으로 실현되었다. 전류 진동
(Filament)은 완전히 제거되었고 턴-오프 파형과
안전 동작 영역은 트랜지스터(즉, IGBT)의 것들과
동일하게 되었다. 또한 GTO는 이상 없이 즉시 스
위치를 할 수 있어서 직렬연결은 더 이상 문제거리
가 아니다.

전력 소자와 회로 디자인 경험의 결합

IGCT 테크놀로지는 ABB 반도체의 소자 설계자

특집 고전력 반도체 소자 IGCT 

표 1 : 
GTO Thyristor와 IGBT의 장점만을 결합한 IGCT Technology

GTO Thyristor

·대부분의 고압
레벨에 적용

·낮은On-상태손실

·치명적인 고장
에서도 안전

·증명된 신뢰성
·컴팩트

High-voltage
IGBT 

·고주파 스위칭
·낮은 스위칭 손실
·스너버래스
(Snubberless)

·내장형 게이트
드라이브

·저압에서 적은
부품사용

·저압에서 직렬/
병렬 연결 가능

·모듈라 디자인
(Modular

design)

IGCT Advantages

·고주파 스위칭
·낮은 스위칭 손
실&On-상태 손실

·스너버래스
(Snubberless)

·대부분의 고압
레벨에 적용

·치명적인 고장에
서도 안전

·증명된 신뢰성
·집적된 다이오드
와 게이트 유닛

: 적은 부품 사용
·직렬/병렬 연결
가능

·컴팩트, 모듈라
디자인(Modular 
design) 

·케이블링과 내부
결선 최소화

·여러 응용분야
위해 미리 만들
어 둔 모듈 스택
(Application-ready
eadModules)

Switching
Technology

전력 회로

장비 디자인
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들과 ABB 인더스트리의 전력회로 설계자들과의
공통 개발연구의 결과이다. 사실, 그것은 전력 실리콘
의 공동 개발이었고, 산업 분야에 적합한 전력 스위치
를 만들기 위해 필요한 외함과 부가적인 회로를 추가
하여 일차환경에서조차 사용할 수 있는 독특한 조합
이다.

IGCT 테크놀로지는 또한 전력을 다루는 부분
(GCT)과 소자 제어를 다루는 부분(Freewheeling
Diode, Gate Drive)을 같이 한 패키지에 내장하였
다(그림 4). 4단계 부품의 패키지화와 집적화(그림
5, 6b)는 다음과 같은 4개의 밀접한 상관 관계가 있
는 부분을 동시에 개선시켜 주었다.

·고압에서도 스위칭 손실과 전도 손실의
최소화

·전력반도체를 구동 시키기 위한 회로의 단순화
·전력 시스템 비용의 저렴화
·신뢰성과 효용성의 극대화

또한, 이미 기술화가 가미된 스위치 모듈을 제공함
으로써, IGCT 테크놀로지는 고압장비 설계자들에게
제품 개발을 빠르게 할 수 있도록 도와 준다.

고압 IGBT 테크놀로지의 이점

(1) 낮은 스위칭 손실
저 손실 스위칭의 이점은 장비 설계자에게 말단의

적용분야가 필요로 하는 최상의 스위칭 율을 선택할
수 있도록 한다는 것이다. 이전의 전력 디바이스들은
정격전류로 250Hz까지로 동작이 제한되었었다.
IGCT 테크놀로지는 같은 속도에서 4배까지 동작할
수 있기 때문에, 예를 들면, 모터 드라이브 시스템에
서 디자이너들은 더 좋은 시스템 효율을 얻기 위해 더
빠른 스위칭을 선택할 수 있다. 반면에, 인버터 시스
템의 효율을 개선하고 손실을 줄이기 위해선 IGCT에
대한 스위칭 비율을 낮추어야 한다. 

(2) 관련된 회로의 절감
GCT의 독특한 디바이스 레벨 특성 때문에 스너버

회로 없이도 동작되는데, 이는 설계 엔지니어들에겐
매우 중요한 이점을 준다. 그림 6에서 보듯이 스너버
회로를 가진 인버터는 덩치도 크고 복잡해 진다. 반면
에 IGCT 테크놀로지를 채용한 스너버래스
(Snubberless) 인버터는 손실이 낮은 장점 외에 매
우 적은 수의 부품만이 필요해 아주 컴팩트해진다. 

그림 4. 파워 스위치와 프리휠링 다이오드가 동일
웨이퍼상에 집적된 GCT와 IGBT의 비교.

GCT와 IGBT에 비해 훨신 덜 복잡하다. 

a. GTO Thyristor(왼쪽)와 Diode(중간) 그리고 GCT(오

른쪽)의 단층도.
·GCT의 투명한 에미터(Emitter)와 버퍼(Buffer) 래이
어(Layer)가 어떻게 얇은 n-base Layer를 이루었는
지를 보여준다. 이것은 동일 구조물 내에 프리휠링
다이오드 (Freewheeling Diode)의 집적과, 저 인덕티
브 패키지(Low Inductive Packaging)와 게이트 드라
이브 회로의 조합으로 Snubberless 동작을 가능하
게 한다.

b. IGBT(왼쪽)와 Diode(오른쪽)의 단층도
·IGBT 칩은 수많은 모놀리틱 셀(Monolythic Cell) 병렬로
이루어져 있다. MOS 기술은 IGBT 칩 사이즈가
약 1-2 ㎠로 제한되기 때문에 몇몇 칩들이 다시
병렬로 패키지 되어야 한다.  

·또한 IGBT는 아직 블로킹 전압(Blocking 
Voltage)이 GCT에 미치지 못함으로 고압분야
같은 곳에 적용하기 위해서는
병렬로 연결하여 블로킹 전압을 만들어야 한다.

a

b



결과적으로, 신뢰성 또한 좋아진다. 또한 GCT 구
조물 내에 프리휠링 다이오드(Freewheeling
Diode)가 집적되어 있기 때문에 IGCT 테크놀로지
를 기본으로 설계된 장치들은 더욱 단순해진다. 프
리휠링 다이오드(Freewheeling Diode)의 집적은
동일한 웨이퍼(Wafer) 위에 가공하여 GCT 실리콘
의 두께를 줄여 줌으로써 가능해졌으며, 매우 효율
적인 다이오드가 되었다. 이는 또한 스위칭 손실도
마찬가지로 줄여준다. 

(3) 비용 절감
IGCT 테크놀로지를 채용함으로써 전력제어장치

의 가격을 30%이상의 절감할 수 있는데 다음과 같
은 몇몇 요인들이 이것을 설명해 준다. 

GCT는 기존 GTO 생산라인을 이용하여 조립할
수 있다. 이들 공정들은 잘 알려져 있고, 설비 또한
같이 사용할 수 있기 때문에, GCT의 가격은

GTO 다이리스터 가격과 거의 동일하다. IGBT에
비해서 GCT는 턴-오프(Turn-off) 성능에 영향을
주는 관점에서 보면 프로세스 변화(Variation)에
덜 민감하다. 결과적으로, 생산성이 높고 비용은 절
감된다. 더구나, GCT의 디자인 시뮬레이션은 시스
템 개발을 간단하고, 저렴하게 스피드하게 하여준
다. 

CGT 테크놀로지는 전력회로를 단순하게 하여 주
기 때문에 사용 부품의 수를 50% 가까이 줄여준다.
이것은 다이오드를 GCT 내부에 집적한 것(즉, 부
품 수를 줄인 것)과 고도의 집적으로 케이블링과 부
품 상호간의 결선을 줄인 것에 기인한다. 또 한번의
비용 절감은 높은 운전 주파수 덕분인데, 이것으로
일부 부품을 작아 지게 만들었다. 덧붙여, 게이트
드라이브(Gate Drive)회로의 소모 전력이 극단적
으로 줄어들었기 때문에, 사용 부품의 소형화와 비
용절감 효과가 있다.

IGCT를 채용한 장비는 다른 장비들에 비해 고
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a. Gate Communicated Thyristor (GCT)
·GCT와 Diode는 동일한 웨이퍼(Wafer)에 집적됨
·아노드(Anode) 디자인은 디바이스의 충/방전이 빨리 되
도록 설계하여야 하며 이렇게 하면 스위칭 속도가 빨라진다.

·실리콘의 두께를 작게하는 것은 충전량을 제한하고 동일
한 웨이퍼(Wafer)에 GCT와 Diode를 집적하기 위한 것이다.

·얇은 실리콘은 작은 On-상태 손실을 가능하게 한다.
·모든엘리멘트가즉시스위치한다: 스너버가제외될수있다.

b. Packed GCT
·저 인덕티브 하우징 (Low Inductive Housing)은 GCT의 충
전과 게이트제어 전류의 흐름을 빠르게 한다.

·프레스 팩(Press-pack)은 취급을 자유롭게 하고, 열적 사
이클을 줄여 줌으로 피로누적에 의한 고장을 예방한다.

·프레스 팩(Press-pack)은 열적 스트레스에 견디도록 한다.
: 신뢰성향상에기여

c. 집적된 게이트 드라이브
·저 인덕티브 게이트 드라이브 회로는 GCT의 게이트 제어
전류의 흐름을 빠르게 한다.

·고도로 집적된 게이트 드라이브 회로는 표유 인덕턴스를
최대한으로 줄여준다.
컴팩트한 크기로 장비 설계를 간간단하게 한다.

그림 5. IGCT Technology는 부품의 패키지와 집적의 4단
계 (a, b, c & 그림6b). 자비 디자이너들은 관련 분야 개발
시, 이 4단계 중에서 필요한 부분을 선택할 수 있다. 
만일 미리 만들어둔 IGCT Stack(그림6b)을 선택하면 파워
회로와 기계 시스템을 디자인하는데 소비되는 많은 시간을
절약할 수 있다.



효율로 디자인될 수 있다. 전력회로와 연관된 회로
들의 손실이 보다 더 낮고(즉, 열손실이 적다.) 이에
따라 주변의 냉각계통의 소형화가 가능하기 때문이
다. 이것 또한, 비용 절감이다.

(4) 신뢰성과 효용성
다른 관점에서 보면, 인버터와 같은 전력 제어 장

비들에 대한 비용은 정상 가동 중이던 장비가 불필
요하게 정지되어 발생된 비용에 비교하면 매우 적을
수도 있다. 그러므로 장비의 효용성은 매우 중요하
다. 이러하여, IGCT 테크놀로지가 고압 레벨에서의
적용에 고려되었고 다음과 같은 이유로 장비에 대한
최적의 신뢰성을 확인하였다.

· 안정적인 스위칭(Homogeneous Switching)
· 견고한 디스크 타입의 외형 : 전선 결선이
불필요

·단순한 게이트 제어 회로 유닛
·최소의 부품 수

또한, 동일하지 않은 여러 가지 고장 중에서,
IGCT 테크놀로지의 모듈라 형식은 전력 소자를 빠
르고 쉽게 교체되도록 고안되었다. 이것은 예비부품
(Spare Parts) 비용을 줄여 주고 가동 중인 공정의
불필요한 정지 시간을 최소화 한다. 

IGCT 테크놀로지의 응용분야

IGCT 성능의 핵심은 2 ㎲(마이크로 초) 이내에
턴-오프(Turn-off) 능력과 다이리스터와 같은 전도
성이다. 그러므로, IGCT 테크놀로지는 다른 전력
소자를 사용하여 디자인한 노력의 반정도의 손실만
으로도 인버터를 디자인 할 수 있게 한다. 이제
IGCT 덕분으로, 이전의 기술로는 불가능한
100MW까지의 정격과 여러 디바이스의 직렬 연결
의 요구가 실현될 수 있다. IGCT를 채용한 고압 장
비는 고 신뢰성을 보유하게 된다. 

먼저, 전력 실리콘 테크놀로지는 고압, 대용량에
분야에 맞추어야 한다. 장비 디자이너들은 IGCT로
더 저렴하고, 더 신뢰성 있고, 더 컴팩트한 다음과
같은 장비를 설계할 수 있다. 

·전철용 파워 공급 장치(주파수 변환기)
·Utility Intertied
·역율 보상용 피상전력 제어기
(Static Var Compensators)

·설비용 Power Flow Controller
·6.9kV급 고압 드라이브
·석유화학, 발전소용 펌프 & 팬 드라이브
·선박용 드라이브(Marine Drive)
·Transformerless Traction Supplies
·기관차용 드라이브(Rocomotive Drives)
·유도가열형 공명 인버터(Induction Heating 
Resonant Inverter)
·고정형 차단기(Static Breaker)

인버터산업의 기술동향 및 향후 개발방향

특집

그림 6. 동급의 GTO Thyristor Converter와 IGCT
Converter

의 비교. IGCT Technology는 저 비용과 신뢰성 개
선에 드라마틱한 변환을 부여한다.

b. IGCT Converter, 공냉식
·컴팩트한 구조로 취
부 된 IGCT들

·재빨리 IGCT를 교체
할 수 있도록 한 디
자인. 

a. GTO Thyristor
Converter

b 

a



IIGGCCTT 테테크크놀놀로로지지를를 경경험험할할 수수 있있다다..
ABB는 대용량 스위칭 디바이스를 ABB 그

룹 내 또는 외부 주요 회사에 공급하여온 선두
주자이다. 이 선두자리는 IGCT 테크놀로지를
생산해내는 혁신에 의해 더욱 확고해졌다.
IGCT를 근거로 한 장비들은 대용량에서 조차
도 더 낮은 비용과 더 높은 신뢰성의 이점을 준
다. 고압 장비 디자이너들은 이제 세 가지의 실
리콘 스위치, GTO Thyristor, IGBT, IGCT,
중에서 선택할 수 있다. IGCT 테크놀로지가 컴
팩트함, 고효율, 빠른 개발기간, 높은 신뢰성등
에서 앞서있기 때문에 앞으로는 모든 분야에 적
용될 것으로 보인다.

IGCT 테크놀러지를 적용한
ACS1000 Series 인버터
IGCT의 이러한 장점을 토대로 ABB는 고압/

대용량 인버터 ACS1000 Series(그림 7)를 출
시하여 이미 전 세계적으로 300여대가 운전 중
이며 우리나라에도 총 9대가 판매되었으며 이
중 6대가 가동 중이다. 

ACS1000 Series는 고압 농형 유도 전동기
제어용으로 2.3~4.16kVac, 315~5000kW
급 고압 인버터(Medium Voltage Inverter)
이다. ABB에 의해 세계 최초로 개발된 고압용
전 압 형 소 자 IGCT((Insulated Gate
Commutated Thyristor)를 적용하여 부품 수
및 외함 크기를 대폭 줄이고 성능 및 신뢰성이
크게 향상 시킨 제품이다. ACS1000은 IGCT
소자에 DTC(Direct Torque Control) 기능은
물론, 12 Pulse Input, NPC(3-level)
Switching, Common DC Reactor, Output
Sine Filter(그림8) 등의 최신 인버터 제어 기
술을 적용하였으며 이중 Sine Filter는 인버터
의 출력을 정현파에 가까운 전압/전류를 전동기
에 공급하게 함으로 일반 전동기도 절연문제 없
이 적용할 수 있으며 일반 전동기 케이블을 사
용한다. 

ACS1000은 전압형 인버터임으로 특히
Fan, Pump에 에너지 절약에 많은 관심을 두
고 있는 분야나 회사에 관심을 많이 사고 있다.
또한 고압 인버터는 어렵다고 인식되어 기피하
는 경향이 있으나 ACS1000은 사용과 유지 보
수가 쉽도록 내부 프로그램을 사용하기 쉽게 저
압 인버터처럼 단순화 하였다. 획기적인 성능과
저압 같은 외형, 저렴한 가격 등의 장점으로 국
내에 많이 보급될 것으로 보인다. 
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IGCT 테크놀로지를 적용한
ACS1000 Serise 인버터 외

IGCT 테크놀로지를 적용한
ACS1000 Serise 인버터의
내부 블록도 외관

문의 (02)528-2793
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